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_ YONOLDICI SAHONIN, SORT ELEKTROMAQNIT
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ZnSe MONOKRISTALININ ELEKTRIK KECIRICILIYINO TOSIRI
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ZnSe monokristalina, yonaldici sahonin, sort elektromaqnit sialanmasinin, tozyiqin, isigin intensivliyinin tasirindon sonra,
keciriciliyin qiymoti artmigdir. Bunun, biitiin hallarda, yaranan donor, akseptor ionlarinin, vahid hocme diigon saymnin artmasi
hesabina oldugu bildirilir. Akseptorlarin ionlasma enerjisinin giymati, hesablanmigdir [10]: E,=0,17eV, E5=1,35eV.

Acar sozlor: monokristal, yonaldici sahs, radiasiya, tozyiq, intensivlik.
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ZnSe monokristali A"B"" yarimkegirici birlagmoalor
grupuna daxildir [1]. Qaz dasiyicilari tisulu ilo alinmisdir,
foza simmetriya grupu (43m)-dir. Niimunonin otaq tem-
peraturundaki miiqavimoti R=10° Om-dur, sar1 rongdadir,
isiga hossasdir. Elektirik horokat qiivvesininn isarasing
gora kegiriciliyin n-tip oldugu miisyyan olunmusdur.

MOVZUNUN AKTUALLIGL.

ZnSe monokristali yarimkegirici elektronikada genis
tadbiq olunur [2]. Bagli zonanin enerjisinin boyiik qiymae-
to malik olmasi, homin materialdan hazirlanan elektron
cihazlarin yiiksok temperatur intervalinda islomosini to-
min etmis olur. Radiasiyadan vo digor tosirlordon sonra
yaranan noqtovi defektlor ZnSe-in fiziki xassalorini kos-
kin dayisdirir. Bu doyismo barabor paylanan vs idars olu-
nan defektlor hesabina olur. Yiiksok keyfiyyatli elektron
cihazlarin hazirlanmasi defektlorin diizgiin idars olunma-
sindan asilidir.

MOSOLONIN QOYULUSU.

Yonoldici sahanin, p-radiyasiyanin, tozyigin vo isigin
intensivliyinin tasirindon sonra yaranan noqtovi defektlo-
rin ZnSe monokristalinin elektrofiziki xassslorina tosir et-
masi, bizo imkan verir ki, radiasiyaya, tozyigo davamli
olan, yiiksak enerjili zarrociklori gobul edon y-detektorla-
rin hazirlanmas: {iglin fiziki parametrlori tocriiba yolu ilo
milayyanlogdirak, tadbiqinin miimkiinlityt tgiin tokliflor
irali siirok.

TOCRUBONIN APARILMASI.

Olgmolor otaq temperaturunda aparilmusdir. Kigik
garginliklar ticiin 0,1V, boyiik garginliklor ti¢iin 10V-dan
bir, coroyanin qiymeti geyd edilmisdir.Tacriibalor genis
elektrik sahasi intervalini shats edir (0,0001-300V). ZnSe
tomiz monokristalinin  volt-amper xarakteristikasinda,
normal xatti asililigi misahids edirik (sokil 1). j~radiasi-
yadan sonra (E=5000 Qrey) spektr formasini doyigmisdir
(sokil 2). Ikinci dozadan sonra (E=10000 Qrey) pilloyo-
bonzor spektr alinmisdir (sokil 3). Ugiincii dozadan sonra
doyma halin1 miisahide edirik (sokil 4). Yonoldici saho-
nin, y-radiasiyanin, tozyiqin (sokil 5), isigin intensivliyi-
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nin (sokil 6) tasirlorindan sonra, biitiin hallarda kegiricili-
yin giymatinin artdigimi goriiriik. Tocriibanin metodikasi,
ilkin vo tosirdon sonraki kristallarin ¢okilmis spektrlarinin
miiqayisasi lisuluna asaslanmigdir. Ayri-ayriliqda aparilan
hor bir tocriiba zamani, ¢okilon iyirmi grafikden biri segil-
misdir.
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Sakil 1. T=300K, ZnSe monokristalinin Volt-Amper
xarakteristikasi.
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Sakil 2. T=300K, 5000 Qrey y - dozadan sonra ZnSe
monokristalinin Volt-Amper xarakteristikasi.
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Sokil3. T=300K, 10000 Qrey y-dozadan sonra ZnSe
monokristalinin Volt-Amper xarakteristikasi
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Sakil 5. T=300K, Yarimlogarifmik masstabda xiisusi
milqavimatin tazyiqden asilihig1.

ALINAN NOTiCOLORIN TOHLILI.

Volt-Amper xarakteristikasini ifado edon spektrds
tunel perexodunun miisahido olunmasi, radiasiyanin va
yonoaldici sahonin hesabina olur. Bu tasirden sonra yiikda-
styicilarin  konsentrasiyasinda artim misahido olunur.
Homginin gamma radiasiyadan, tozyiqden, isigin intensiv-
liyinin tesirindsn sonra da homin halla rastlasiriq. Radiasi-
yanin vo tozyigin tesirindon sonra donor-akseptorlarin
konsentrasiyasi koskin artir. Yaranan akseptorlarin ionlag-
ma enerjisi ZnSe monokristali igiin, torafimizdon fotoke-
giriciliyin spektrindon miioyyan olunmusdur [10]. Bu qiy-
motlor E,=0,17eV, E;:=1,35eV-dur. Nogtovi defektlorin
vahid hacma diison sayinin artmasi donor ionlarinin bos
zona ils, akgeptor ionlarimin dolu zona ils birlosmosine so-
bab olur, bu iss bagli zonanin daralmasi demokdir. Ona
g0ra da ¢oparin hiindiirliyii azaldigindan tunel kegidi bag
verir. y - radiasiyanin dozasini artirdiqdan sonra, doyma
halin1 miisahido edirik ki, bu parametr elmi odobiyyatda
“is¢i saho” adlanir vo doqiq cihazqayirmada xiisusi oaho-
miyyst kosb edir. Tazyiqin giymatini artirarken kegiricili-
yin giymatinin artdigini, eyni ils, isigin intensivliyinin
giymotini artirdigdan sonra is9, Coroyanin qiymstinds
kvadratik artimin sahidi oluruq. Doymani ifads edon Xotti
spektrdan, istifads edarak, donor-akseptorlarin vahid hac-

Ix10nA
1.6+

0.8

06

04 T T

T T T T T
100 150 200 250 300

0 50 uv)
Sokil 4. T=300K, 50000 Qrey j-dozadan sonra ZnSe
monokristalinin Volt-Amper xarakteristikasi.
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mo diison saymi miioyyonlosdirmok miimkiindiir. Xotti
spektrdon tapilan doyma corayanimmin giymeoti, yaranan
elektron-desiklorin say1 ilo ekvivalentdir [3]. Tozyigdan
sonra xiisusi miiqavimetin giymatinin doyismasi, iki siniq
Xatlo ifado olunmusdur. Spektri ifads edon ayrinin birinci
hissasi tadricon artirsa, ikinci hissada kvadratik artim mii-
sahids edirik. Kvadratik artim onunla slogodardir ki, agar
kigik tozyiglords kegiricilik sorbast yiikdasiyicilarin hesa-
bina bag verirdiso, tozyiqin boyilkk giymatlorinds yaranan
donor, akseptor ionlarinin vahid hacms diigon sayinin art-
mast ilo bagli zonanin enini azaldir. Yaranan slave yik-
dasiyicilar oks elektroda daha tez ¢atir vo kegciriciliyin
giymoati kaskin artir.

YEKUN NOTIiCo.

Aparilan tacriibalari nazarden kegirdikdan sonra, ye-
kun naticays golib deys bilarik ki, biitiin hallarda, kegiri-
ciliyin giymoti artmigdir. Yonaldici sahanin, radiasiyanin,
tozyigin vo isigin intensivliyinin tasirinden sonra, donor
vo akseptor tipli nogtovi defektlorin say1 artir, ancaq
niimuns N-tip oldugundan, rekombinasiyadan sonra donor
ionlarmin vahid hacma diigon say1 ¢ox qaldigina gors Fer-
mi Saviyyasi yuxariya qalxir. Bu sabobdan do kegiricili-
yin giymati artmis olur.
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THE ACTIONS OF THE POLARIZING FIELD, THE STIFF ELECTROMAGNETIC RADIATION,
THE PRESSURE AND THE LIGHT INTENSITY ON THE ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF ZnSe
SINGLE CRYSTALS

The action of a polarizing field, hard electromagnetic radiation, pressure and light intensity on the electrical conductivity of
ZnSe single crystals are investigated. Experiments have shown that the increase in electrical conductivity is justified, the increase in
the concentration of donar and acceptor ions after the action. The ionization energy of the acceptor levels is determined (0.17-
1.35eV).
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JEACTBUSA NOJISIPU3YIOUIEIO MOJIA, KKECTTOI'O SJIEKTPOMATHUTHOI'O U3JYUEHUS,
JABJIEHUA 1 UTHTEHCUBHOCTH CBETA HA 9JIEKTPOITPOBOJHOCTH
MOHOKPHUCTAJIJIOB ZnSe.

HWccnenoBanbl ACHCTBHUS TOMSIPHU3YIONIETO OIS, HKECTKOTO 3JIEKTPOMATHUTHOTO H3JIy4YEHHs, JABJICHHS W HHTCHCHBHOCTH
CBETa Ha DIICKTPOINPOBOJHOCTH MOHOKPHCTAIOB ZnSe. DKCIEPHUMEHTHI MOATBEPMIIH, YTO BO3PACTAHHS SJICKTPOMPOBOAHOCTH
000CHOBaHBI, YBEJIHYCHHE KOHICHTPALMH JOHOPHBIX M aKIENTOPHBIX HOHOB Mocie aedcTBus. OmpeeneHbl SHEPTus HOHH3AINH
akientopHbix yposaei (0,17-1,35eV).
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